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◎ 選擇題，共100題
(    ) 1.
共射極放大器，於射極加一電阻RE，則電路的穩定性將   (1) 增大   (2) 減少   (3) 不變   (4) 以上皆非　

(    ) 2.
參考右圖[image: image1.png]VCC =10V
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，RB應為多少才能滿足Q點之條件？　 (1) 430k(　 (2) 43k(　 (3) 500k(　 (4) 50k(　

(    ) 3.
電晶體CE混合參數（Hybrid parameter）等效電路之輸入電壓可等於　 (1) VBE =hfeIb+hreVCE　 (2) VBE =hieIb+hoeVCE　 (3) VBE =hieIb+hoeVCE　
 (4) VBE=hoeIb+hreVCE　 (5) VBE =hieIb+hreVCE E)VBE =hieIb+hreVCE。　

(    ) 4.
對於電晶體的三種基本組態而言，下列敘述何者錯誤？   (1) 共射極組態功率增益最大   (2) 共基極組態中輸出與輸入信號相位差180(   (3) 共集極組態的輸出阻抗很低   (4) 共集極組態電壓增益約為1　

(    ) 5.
如右圖[image: image3.png]


，電晶體的(值等於100，RC =1k(、
VBE =0.7V、VCC =10V、IB =0.05mA，則VCB之值等於   (1) 2.3V   (2) 3.3V   (3) 4.3V   (4) 5.3V　

(    ) 6.
承上題，VCE等於   (1) 2   (2) 3   (3) 4   (4) 5  V　

(    ) 7.
承上題，RB等於   (1) 10   (2) 50   (3) 96   (4) 186  k(　

(    ) 8.
在h參數等效電路中，除電容器外，那一部份也應視為短路來考慮　
 (1) 電壓源　 (2) 負載電阻　 (3) 訊號內阻　 (4) 電流源　

(    ) 9.
共射放大器中，若無補償，則集極電流將隨溫度增高而   (1) 增大   (2) 減小   (3) 先減小再增大   (4) 先增大再減小　

(    )10.
射極隨耦器（emitter follower）之阻抗特性是   (1) 輸出阻抗小，輸入阻抗大   (2) 輸出阻抗大，輸入阻抗小   (3) 兩者均大   (4) 兩者均小　

(    )11.
hie代表共射極電路之　 (1) 短路順向電流增益　 (2) 輸出短路時的輸入電阻　 (3) 開路逆向電壓增益　 (4) 輸出導納　 (5) 輸出阻抗E)輸出阻抗。　

(    )12.
如右圖所示[image: image4.png]1IMQ
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，試求Ri為   (1) 50(   (2) 1.66k(   (3) 2.5k(   (4) 5k(　

(    )13.
續上題，
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值為   (1) 1M(   (2) 5k(   (3) 3.6k(   (4) 1.2k(　

(    )14.
如右圖[image: image7.png]


所示集極回授偏壓電路、矽電晶體、( =50，則VCE約為　 (1) 3.2V　 (2) 4.78V　 (3) 5.35V　 (4) 6.5V　

(    )15.
SI值   (1) 愈大愈好   (2) 愈小愈好   (3) 皆好   (4) 以上皆非　

(    )16.
如右圖所示[image: image8.png]Vee



，hfe =30則電流增益AI為   (1) 30   (2) 31   (3) 900   (4) 961　

(    )17.
同上題，其輸入阻抗約為   (1) 31   (2) 62   (3) 900   (4) 961  k(　

(    )18.
同上題，若hie1=hie2=1k其輸出阻抗約為   (1) 1k(   (2) 31(   (3) 33.3(   (4) 65.4(　

(    )19.
如右圖[image: image9.png]Vee=+10V




所示電路，電晶體為矽質，其( =100，則VCE上的電壓為？　 (1) 0.2V　 (2) 0.4V　 (3) 0.7V　 (4) 1.2V　

(    )20.
如右圖[image: image10.png]VCC =20V
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所示，若電晶體的( 值為50，而RB電阻選用100k(，則該電晶體的消耗功率為   (1) 0.1W   (2) 0.2W   (3) 1W   (4) 2W　

(    )21.
在電晶體放大器中，具有較低輸出阻抗的是？   (1) 共集極放大器   (2) 共射極放大器   (3) 共基極放大器   (4) 以上皆是　

(    )22.
如右圖所示[image: image11.png]


，電晶體與二極體均為矽質，試求VE電壓？   (1) －2.4V   (2) +2.4V   (3) 5V   (4) －6.4V　

(    )23.
續上題，二極體之作用為   (1) 穩壓作用   (2) 補償VBE   (3) 補償ICO   (4) 減少雜訊干擾　

(    )24.
如右圖[image: image12.png]


所示之電路，若hoe =hre =0，則輸入阻抗Ri =   (1) hie   (2) hie+(1+( )RE   (3) RB //hie   (4) RB //[hie+(1+( )RE] 　

(    )25.
同上題，若將電容器CE拿掉，則Ri =   (1) hie   (2) hie +(1+( )(RE   (3) RB //hie   (4) RB //[hie +(1+()RE] 　

(    )26.
右圖[image: image13.png]


電路中，已知電晶體之 ( =99，則IC為？   (1) 0.04mA   (2) 2.97mA   (3) 9mA   (4) 9.7mA　

(    )27.
下列何者是穩定度最好的偏壓方式？   (1) 固定偏壓   (2) 分壓器偏壓   (3) 射極回授偏壓   (4) 集極回授偏壓　

(    )28.
今有一共射極電晶體放大器工作於作用區，若其基極電流IB等於0.05mA，射極電流IE等於5.05mA，則( 值應為   (1) 100   (2) 125   (3) 150   (4) 200　

(    )29.
如右圖[image: image14.png]—
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電路所示晶體放大器，其輸入與輸出相位   (1) 相差180(   (2) 相同   (3) 接近於0(   (4) 低於0(　

(    )30.
如右圖[image: image15.png]


所示分壓式偏壓電路、矽電晶體、( =100，由基極看入的戴維寧等效電壓VBB，及戴維寧等效電阻RBB，其值分別為　 (1) VBB =2.4V，RBB=9k(　 (2) VBB =2V，RBB =10k(　 (3) VBB =9.6V，RBB =6.6k(　
 (4) VBB =2.4V，RBB =8k(　

(    )31.
電晶體處於線性工作時，其Q點（工作點）應位於　 (1) 飽和區　 (2) 工作區　 (3) 截止區　 (4) 崩潰區　

(    )32.
在右圖[image: image16.png]


所示電路中，RE的作用為   (1) 使電晶體得到偏流   (2) 負回授   (3) 反交連   (4) 防止電晶體熱跑脫　

(    )33.
下列敘述何者錯誤   (1) 共射極組態中，輸出與輸入信號相位差180(   (2) 共基極組態由於米勒效應，所以頻寬較共射極組態為窄   (3) 共集極組態可作為阻抗匹配之用   (4) 共基極組態中，輸出與輸入信號同相　

(    )34.
如右圖[image: image17.png]


所示電晶體放大電路，( =200，r( =4k(，電容阻抗忽略不計，試利用近似等效模型求解Io/Ii約為多少？   (1) －150   (2) 140   (3) －140   (4) －166　

(    )35.
電晶體飽和時，則   (1) IB =0   (2) IC =0   (3) IE =0   (4) VCE (0　

(    )36.
共基極放大電路的輸入信號與輸出信號的相位關係為：   (1) 輸入信號領先輸出信號之相位90(   (2) 輸入信號落後輸出信號之相位90(   (3) 兩者之相位差為180(   (4) 兩者為同相位　

(    )37.
如右圖[image: image18.png]+ VCC



所示電路，RB =200k(，RC =1k(，VCC =15，矽質電晶體 ( =100，求IC  =？   (1) 715mA   (2) 71.5mA   (3) 7.15mA   (4) 0.715mA　

(    )38.
同上題電路，求VCE=？   (1) 7.85V   (2) 6.85V   (3) 5.85V   (4) 4.85V　

(    )39.
在一共射極（Common emitter）放大電路中，電晶體的( 值為49，射極電流IE為5mA，若電晶體工作於作用區，則基極電流IB為   (1) 1mA   (2) 0.1mA   (3) 10mA   (4) 1A　

(    )40.
電晶體電路基本上可分為共基極組態（CB）、共射極組態（CE）與共集極組態（CC），在三者中何者具有最高的輸入阻抗？   (1) CB   (2) CE   (3) CC   (4) 以上均相同　

(    )41.
電晶體共集極（CC）電路：   (1) 輸入阻抗很小   (2) 電壓增益近於1   (3) 輸出阻抗很大   (4) 電壓增益很高且為負值　

(    )42.
如右圖[image: image19.png]©20.7V




所示的IC與VC？　
 (1) IC =2.4mA，VC =15.42V　 (2) IC =9mA，VC =0.2V　 (3) IC =0mA，VC =20V　
 (4) IC =3.76mA，VC =－9.6V　

(    )43.
那一種組態電路的輸入阻抗最低？   (1) CE組態   (2) CB組態   (3) CC組態   (4) 都一樣　

(    )44.
下列有關共基極組態電路之陳述何者不正確？   (1) 其高頻響應較共極組態為佳   (2) 可做為定電流源使用   (3) 具有高輸入阻抗   (4) 電增益大於1　

(    )45.
共基極組態的電流增益為   (1) 極小   (2) 極大   (3) 趨近於1   (4) 視負載而定　

(    )46.
如右圖所示[image: image20.png]


，若電晶體為矽質（
即VBE =0.7V），( 值為100，RE =1k(、RC =2k(、VCC =15V，則欲使電路工作於VCE =9V，RB應為多少？　 (1) 330　 (2) 520　 (3) 615　 (4) 714  k(　

(    )47.
承上題，此電路為何種組態的放大電路？　 (1) 共射極(CE)放大電路　 (2) 共基極(CB)放大電路　 (3) 共集極(CC)放大電路　 (4) 以上皆非　

(    )48.
如右圖[image: image21.png]Vee
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所示之電路，若矽電晶體之 ( 為50，則Vo大約為？   (1) 0V   (2) 3V   (3) 6V   (4) 9V　

(    )49.
某一放大器其輸出電壓為15V，電壓增益為5，則其輸入電壓為　 (1) 3V　 (2) 5V　 (3) 7.5V　 (4) 10V　

(    )50.
如右圖[image: image22.png]10V
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所示電路中，電晶體( =50，VBE =0.7V，VCE(sat)=0.2V（飽和電壓），下列Vi值，何者可確保電晶體工作於飽和區？   (1) 0.5V   (2) 1V   (3) 2V   (4) 5V　

(    )51.
射極隨耦器可提升阻抗，類似於一個變壓器，它是屬於   (1) CE組態   (2) CB組態   (3) CC組態   (4) 都不是　

(    )52.
電晶體共射極（CE）、共基極（CB）、共集極（CC）三種放大電路特性比較，下列敘述何者錯誤？   (1) 輸入阻抗以CC電路最高   (2) 輸出阻抗以CC電路最低   (3) 功率增益以CB最高   (4) CC之電壓增益比1小，接近於1　

(    )53.
一般電晶體h參數等效電路之輸出電流為　 (1) i2 =hii1+hrv2　
 (2) i2 =hri1+hov2　 (3) i2 =hf i1+hrv2　 (4) i2 =hf i1+hov2　

(    )54.
電晶體共射極h參數模型，系統參數中與信號源內阻RS大小有關的是   (1) 電流增益   (2) 電壓增益   (3) 輸入阻抗   (4) 輸出阻抗   (5) 以上皆非E)以上皆非。　

(    )55.
h12的定義是　 (1) 順向電流比　 (2) 順向電壓比　 (3) 逆向電流比　 (4) 逆向電壓比　 (5) 以上皆非E)以上皆非。　

(    )56.
下列何者為共射極放大電路的電流增益大小？   (1) (   (2) (   (3) 
[image: image23.wmf]α
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   (4) 
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(    )57.
在輸出特性曲線上（以電壓表橫座標軸，電流表縱座標軸）的dc負載（或稱負荷）線與ac負載線的斜率分別為Gdc與Gac則通常  
 (1) |Gdc|≧|Gac|   (2) |Gdc|≦|Gac|   (3) |Gdc|=|Gac|   (4) 以上皆非　

(    )58.
如右圖所示[image: image25.png]3kQ
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分壓式偏壓電路，矽電晶體(＝120，由基極看入的戴維寧等效電壓VBB，及戴維寧等效電阻RBB其值分別為   (1) VBB =2V，RBB =6k(    (2) VBB =4V，RBB =12k(   (3) VBB =2V，RBB =12k(   (4) VBB =6V，RBB =6k(   (5) VBB =6V，RBB =12k( E)VBB =6V，RBB =12k(。　

(    )59.
如右圖[image: image26.png]V.
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電路為一   (1) 共集極   (2) 共基極   (3) 共射極   (4) 共閘極   (5) 射極隨耦合電路E)射極隨耦合電路。　

(    )60.
右圖[image: image27.png]


所示為一放大器的等效電路，則電壓增益Vo /Vi =？   (1) Av   (2) 
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(    )61.
共射極組態電路中，加入射極電阻後可提高工作點的穩定度，這是一種？　 (1) 正回授　 (2) 負回授　 (3) 集極回授　 (4) 與回授無關　

(    )62.
在電晶體雙埠理論中，h12表示電壓反向轉換比參數，其值為　
 (1) 
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(    )63.
如右圖所示[image: image35.png]


，為CE放大器，有關電壓增益Av=|Vo /Vi|，下列敘述何者正確？   (1) RE1電阻值變小，Av變大   (2) Rc電阻值變大，Av變小   (3) 將CE拔除，Av變大   (4) 將CE拔除，Av不變　

(    )64.
電晶體之參數會隨著溫度改變而改變，下列何者影響偏壓穩定度最大？　 (1) (　 (2) VBE　 (3) ICO　 (4) IC　

(    )65.
如右圖所示[image: image36.png]


，電路的輸入阻抗Zin為　 (1) 790　 (2) 420　 (3) 1300　 (4) 511  (　

(    )66.
承上題，電路的輸出阻抗Zout為　 (1) 1.3　 (2) 2　 (3) 3.5　 (4) 1  k(　

(    )67.
一電路對各種不同頻率之正弦波產生不同之放大倍數，則比電路發生　 (1) 諧波失真　 (2) 相位失真　 (3) 頻率失真　 (4) 調變失真　

(    )68.
對於右圖[image: image37.png]


的固定偏壓電路，( =50，
IB =48(A，則電流IC為？　 (1) 1.4mA　 (2) 2.4mA　 (3) 3.4mA　 (4) 4.4mA　

(    )69.
承上題，電壓VCE等於？　 (1) 9.86V　 (2) 7.96V　 (3) 6.96V　 (4) 5.96V　

(    )70.
電晶體的雙埠網路方程式為V1 =h11I1 +h12V2，I2 =h21I1 +h22V2，其中h11參數的單位為   (1) V   (2) A   (3) W   (4) (　

(    )71.
電晶體共通射極放大器，加入射極電阻而不加傍路電容器，則  
 (1) 提高輸出阻抗   (2) 降低輸出阻抗   (3) 降低輸入阻抗   (4) 增加非線性失真　

(    )72.
關於電容器，下列敘述何者正確？   (1) 對AC而言，可視為短路   (2) 對AC而言，可視為開路   (3) 對DC而言，可視為短路   (4) 以上皆是　

(    )73.
如右圖[image: image38.png]


所示，若電晶體為矽質（即VBE =0.7V），( 值為50、RB =100k(、RC =1k(、RE =1k(、VCC =10V，則VCE之值等於   (1) 1V   (2) 3.8V   (3) 2V   (4) 1.5V　

(    )74.
承上題，VC等於   (1) 7   (2) 5.65   (3) 6.65   (4) 4.65V　

(    )75.
如右圖[image: image39.png]


放大器當輸入為0伏特，輸出的直流電壓為   (1) 0.99伏   (2) 10伏   (3) 0伏   (4) 接近於5伏　

(    )76.
如右圖[image: image40.png]500Q



矽製電晶體的( =200，順偏時
VBE =0.7V，求集極對地的電壓VC ≒？　 (1) 9.3V　 (2) 8V　 (3) 7V　 (4) 6V　 (5) 5V E)5V。　

(    )77.
溫度上升時，電晶體集極電流IC上升是因為　 (1) 漏電流ICBO　 (2) 電晶體的(值　 (3) 基極－射極電壓VBE　 (4) 以上三者皆有影響　

(    )78.
如右圖[image: image41.png]


所示電路，IB =20(A，求RB之值約為？　 (1) 500k(　 (2) 465k(　 (3) 245k(　 (4) 100k(　

(    )79.
如右圖[image: image42.png]20




所示的雙埠網路中，h11與h22參數分別為多少？　 (1) h11=1.5(，h22=1.5[image: image43.png]


　 (2) h11=1.67(，h22=1.33[image: image44.png]


　 (3) h11=1.5(，h22=0.67[image: image45.png]


　 (4) h11=3(，h22=1.5[image: image46.png]


　

(    )80.
稱之為射極隨耦器的放大電路是   (1) CE組態   (2) CB組態   (3) CC組態   (4) 以上皆非　

(    )81.
共射極組態放大器的用途為   (1) 作電壓放大   (2) 作同相放大   (3) 作阻抗匹配   (4) 作高頻放大　

(    )82.
關於電容器，下列敘述何者正確？　 (1) 對AC而言視為短路　 (2) 對AC而言視為開路　 (3) 對DC而言視為短路　 (4) 以上皆非　

(    )83.
共集極放大電路的電晶體，射極對地的交流電阻re為   (1) re =26mV/IB   (2) re =26mV/ib   (3) re =26mV/IE   (4) re =26mV/ie　

(    )84.
右圖[image: image47.png]


所有的電阻與電容特性都不受溫度影響，則一旦溫度升高時會造成何種變動：   (1) IC減少，VCE減少   (2) IC減少，VCE增加   (3) IC增加，VCE減少   (4) IC增加，VCE增加　

(    )85.
矽電晶體的參數受溫度的影響為？   (1) VBE隨著溫度的上升而上升   (2) ( 值隨著溫度的上升而下降   (3) 溫度對|Q|點沒有影響   (4) 溫度每上升10℃反向飽和電流幾乎上升一倍　

(    )86.
設y1 =a11x1 +a12x2；y2 =a21x1 +a22x2分別表示一線性雙埠網路的輸入與輸出方程式，若將其表示為h參數等效電路（則a11 =h11，a12 =h12，a21 =h21，a22 =h22），則x1，x2，y1，y2與i1，i2，v1，v2，之對應關係為：   (1) x1= i1，x2= i2，y1=v1，y2=v2   (2) x1= i1，x2= v2，y1=v1，y2=i2   (3) x1= v1，x2=v2，y1=i1，y2=i2   (4) x1=i1，x2=v2，y1=i2，y2=v1   (5) x1=v1，x2=i2，y1= i1，y2=v2 E)x1=v1，x2=i2，y1= i1，y2=v2。　

(    )87.
下列何者不屬於被動元件？　 (1) 電容　 (2) 電阻　 (3) 場效應電晶體　 (4) 以上皆非　

(    )88.
如右圖電路[image: image48.png]Ic(sat)
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，若工作點在Q1的位置時，欲修正工作點至Q2的位置，則應   (1) 減少RB   (2) 減小RC   (3) 減小RE   (4) 加大RB　

(    )89.
一NPN電晶體偏壓於作用區，則　 (1) VBE > 0、VCE > 0、VBC < 0、　
 (2) VBE > 0、VCE > 0、VBC > 0　 (3) VBE < 0、VCE > 0、VBC > 0　
 (4) VBE < 0、VCE > 0、VBC < 0　

(    )90.
右圖之VCC  =15V，RB1 =RB2 =100k(，RC =4.3k(，RE =6.8k(，VBE =0.7V，且C1、C2及( 都非常大，則電壓增益AV約為：   (1) －0.63   (2) －0.76   (3) －0.996   (4) －2.58　

(    )91.
電晶體之偏壓穩定因數定義是SI =
[image: image49.wmf]CO
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，下列穩定因數何者為最佳，而且可能實現？   (1) 0   (2) 0.5   (3) 2   (4) 100   (5) ( E)(。　

(    )92.
雙極性電晶體之h參數中，hfe 表示共射極組態之   (1) 輸入阻抗   (2) 順向電流增益   (3) 反向電壓增益   (4) 輸出導納　

(    )93.
下列何者為共集極放大電路的電流增益大小？   (1) (   (2) 1+(   (3) 1   (4) 
[image: image50.wmf]β
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(    )94.
如右圖所[image: image51.png]


示之電路中，Rb =200k，Re =2k，電晶體的h參數為hie =1k，hfe =99，則此電路之電流增益
[image: image52.wmf]i

o

I

I

為：   (1) 100   (2) 50   (3) 0.995   (4) －45   (5) －49 E)－49。　

(    )95.
續上題所示之電路中，若電壓增
[image: image53.wmf]i
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益以Av表示，則電晶體的輸入電阻Ri可寫成：   (1) Ri =hie   (2) Ri =hie (1－Av)   (3) Ri =hie (1+Av)   (4) 
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[image: image55.wmf]v

A

hie

+

1

 E)
[image: image56.wmf]v

A

hie

+

1

。　

(    )96.
電晶體截止時是在   (1) IE =0，且IB =0   (2) IB =0，且IC為最大  
 (3) IE >IC   (4) IB >IC　

(    )97.
下列有關共射極放大電路的輸出電壓相位，何者敘述正確？   (1) 與輸入電壓同相   (2) 與輸入電壓反相   (3) 視輸入電壓的頻率而定   (4) 視輸入電壓大小而定　

(    )98.
如右圖[image: image57.png]+10V
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所示之放大器，若VBE =0.2V，hfe=50，hie=1.1k，hoe =hre (0其電壓放大倍數   (1) 大於1   (2) 等於1   (3) 接近於1而小於1   (4) 甚小於1　

(    )99.
同上題，其輸出阻抗   (1) 等於1k(   (2) 大於1k(   (3) 接近於1k(而小於1k(   (4) 甚小於1k(　

(    )100.
同上題，當輸入為0V時，輸出直流電壓為   (1) 0.98V   (2) 接近於5V   (3) 0V   (4) 接近於2.5V　
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